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I. Identificacion

Asignatura : FISICA DE SEMICONDUCTORES
Codigo : 13403

Semestre ; 4°

Carrera : Ingenieria Electronica
Departamento ; Eléctrica / Electronica
Profesores ; Ing. Eduardo Sanchez
Horas Semestrales ; 120 h

Horas Teoricas-Practicas : 5h

Horas de Laboratorio : 3h

N° de Créditos ; 8 (ocho)
Prerrequisitos : Fisica 3

Aiio de elaboracion ; 2013

. Fundamentacion

Fisica de Semiconductores, constituye la base de conocimientos necesarios que el estudiante debe poseer en el
area de electronica, para el desarrollo de otras asignaturas.

lIl.  Objetivos generales

v' Adquirir conocimientos tedrico-practicos del comportamiento fisico interno de 10S dispositivos electrénicos;
v' Analizar y disefar circuitos electronicos que utilizan estos dispositivos (estado sélido).

IV. Contenido

UNIDAD 1: NIVELES Y BANDAS DE ENERGIA

Desarrollo Tedrico de Balistica de Electron. Atomo de Bohr - lonizacién - Niveles de energia del atomo -
Bandas de energia - Teoria de bandas - Conductores, aisladores y semiconductores: segln la Teoria de
bandas de energia.
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BYCCION EN LOS METALES

Movilidad y Conductividad - Barrera de Energia Potencial - Campo de energia potencial - Distribucion de
energia en los electrones - Densidad del estado - Funcién de Dermi - Dirac: Niveles de Fermi - Funcion
trabajo - Potencial de contacto - Tension equivalente a la temperatura.

UNIDAD 3: CONDUCCION EN LOS SEMICONDUCTORES

Material semiconductor intrinseco - portadores de electrones y huecos - Conductividad de un semiconductor -
Concentracion de portadores de un semiconductor intrinseco - Densidades de carga en un semiconductor
intrinseco - Nivel de Fermi en el semiconductor intrinseco - Material semiconductor extrinseco - Impurezas
donadoras y aceptadoras - Nivel de Fermi en el semiconductor extrinseco - Difusién: Corriente de difusién,
Ecuacion de continuidad - Densidad de corriente en un semiconductor extrinseco - Tiempo de vida media y
Longitud de difusion de los portadores - Efecto Hall.

UNIDAD 4: DIODO SEMICONDUCTOR

Estructuras de Bandas y diagramas de concentracion de portadores de una unién P-N en circuito abierto y
con Polarizacion - analisis cuantitativo de la corriente en la unién P-N. La unién P-N como diodo;
caracteristicas del Diodo - Curvas del diodo semiconductor - Variacion de los parametros y de las
caracteristicas del diodo semiconductor con la temperatura - Diodo Zener - Variacién de las caracteristicas
del Zener con la temperatura - Diodo Tunel - Capacidad de transicién: Diodo Varactor - Capacidad de
difusion - Tiempos de conmutacion.

UNIDAD 5: APLICACION DE DIODOS

Rectificador de media onda - Rectificador de onda completa - Doblador de Tension - Detector de valor Pico -
Enclavadores limitadores - Factor de mérito del diodo - Fuente rectificador de media onda y onda completa -
Concepto de regulacién, Ripple o0 zumbido.

UNIDAD 6: TRANSISTOR BIPOLAR DE UNION. BJT

El transistor de Union: Introduccion - Estructuras de bandas de energia y diagramas de concentracion de
portadores - Componentes de corriente en el transistor - El transistor como amplificador - Estudio detallado
de las corriente en el transistor - Configuracion en base comun, emisor comin y colector comun - Curvas
caracteristicas de entrada y salida - Analisis de las regiones activas, de corte y de saturacién - Efecto Early -
Ecuaciones de Ebers Moll - Tension méxima aplicable.

UNIDAD 7: TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET)

Transistor de Efecto de Campo - Funcionamiento - Tensién de contraccion Vp - Caracteristica Tension-
Corriente - Configuracién en Fuente Comun, Dreno Comun - Curvas caracteristicas.

UNIDAD 8: POLARIZACION Y ESTABILIZACION TERMICA DEL TRANSISTOR

BJT: Andlisis de circuitos de Polarizacion fija, colector-base y autopolarizado. Factor de estabilidad - Recta de
carga estatica.
FET: Andlisis de circuitos de autopolarizacion de fuente.

V. Metodologia

Las clases son desarrolladas atendiendo las siguientes consideraciones metodologicas:
v Trabajos Individuales;

v' Trabajos Grupales;

v Resolucién de ejercicios tedricos-practicos por el profesor;
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4 ; | parte teorica en el pizarron o con proyector hasta su total comprension;

4 Resolumon de ejercicios en el pizarron, aplicando la teoria estudiada;

v" Medios Auxiliares: Proyector, Laminas, Carteles, Gréaficos, Revistas, Libros. Consulta a catalogo de equipos y
accesorios proveidos por los fabricantes. Equipos de Laboratorio.

VI. Evaluacion

De acuerdo al Reglamento General de la Facultad de Ingenieria.
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